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BESCHREIBUNG 

Halbleiterbauelement init Isolationsschicht 

Die Erfindung betriflft ein Halbleiterbauelement, welches in einem H^bleiterkorper 
angeordnet ist, mit naindestens einer Sourcezone und nrit mindestens einer Drainzone 
5 vom jeweils ersten Leitimgstyp, mit mindestens einer jeweils zwischen Soiircezone und 
Drainzone angeordneten Bodyzone vom zweiten Leitungstyp, mit mindestens einer 
gegenuber dem Halbleiterkorper fiber eine Isolationsschicht isolierten Gateelektrode. 
Die Erfindung betriffl auch ein Verfahren zur Herstellung eines 
Halbleiterbauelementes. 

10 

Bauelemente mit Transistorfunktion sind in vielffiltigen Ausfiihrungsformen bekannt. 
Eine dieser Ausfuhrungsformen steUt der Typ des Feldeffekt-Transistors (FET) dar. Bei 
einem Feldeffekt-Transistor wird die Ladungstragerdichte in einem elektrischen Kanal, 
der mit der Sourcezone und der Drainzone kontaktiert ist, durch Anlegen einer 

15 SpMnung an eine Steuerelektrode (Gateelektrode) verandert. Die Steuerelektrode kann 
entweder durcb einen sperrenden pn-tJbergang (J-FET) oder eine Isolationsschicht 
(meistens Si02 oder ein Metalloxid) vom Kanal getrennt sein (MOS-FET). Bei einem 
MOS-FET wird durch Influenz unter der Gateelektrode bei zunehmender Gate- 
Spannung ein leitender Kanal erzeugt. Die Art der Spannung, dass heiBt positive oder 

20 negative Spannung, hangt vom Dotierungstyp des FETs ab. 

Es besteht ein groBes Interesse an der Herstellung von sogenannten 

Einzelelektronentransistoren, welche unter anderem ein groBes Potential bei der 
Anwendung in nichtfliichtigen Speichem aufweisen. Ein MOSFET mit Quantenpunkten 
25 (engL: quantum dots) im Gate-Qxid ist so ein Einzelelektronentransistor. Bei Anlegen 
einer Spannung an der Gate-Elektrode tunneln Elektronen durch das Gate-Oxid zu den 
Quantenpunkten und werden von diesen aufgenommen. Die Anzahl an Elektronen, 
welche von einem Quantenpunkt aufgenommen werden kann, ist durch die negative 
Aufladung des Quantenpunkts und die daraus resultierende Coulomb-AbstoBung 
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zwischen einem negativ aufgeladenen Quantenpunkt und einem negativ geladenen 
Elektron begrenzt. 

Die Retentionszeit, dass heifit die Zeit in der die Ladung auf den Quantenpunkten in 
5 dem Gate-Oxid gespeichert ist, ist in einem solchen Transistor sehr lang, da die 
Elektronen beim Wegtunneln eine hohe Energiebarriere uberwinden mussen. Dies 
macht den Einsatz dieser Einzeltransistorcn in nichtfliichtigen Speichem besonders 
interessant Die Energiebarriere kann durch Anlegen einer Spannung an die Gate- 
Elektrode gesenkt werden. 

10 ~ "~ 

In der US 6,586,785 ist ein Transistor beschrieben, bei dem das Floating-Gate eines 
Transistors eine Schicht aus Halbleitemanopartikein, die mit einer dielektrischen Hiille 
rangeben sind, enthalt Das Floating-Gate ist zwischen zwei Oxid-Schichten 
angeordnet, wobei eine davon das Tunneloxid ist. Die Herstellung und Abscheidung der 

1 5 Nanopartikel erfolgt mittels Vakuumtechnik. 

Nachteilig bei diesem Transistor ist, dass die Herstellung durch die Vakuumtechnik 
sehr auftvendig und teuer ist Eine weitere Schwierigkeit stellt oft die Herstellung der 
Tunneloxid-Schicht dar. Die Tunneloxid-Schicht darf nicht zu dunn und somit leitend 
20 sein, da sonst Kuizschlusse auftreten. Andererseits darf sie nicht zu dick sein, damit die 
Elektronen noch dim:h sie hindurch tunneln konnen. 

Es ist deshalb eine Aufgahe der Erfindung, ein verbessertes Halbleiterbauelement mit 
eiaer Isolationsschicht bereit zu stellen, welches einfach und preiswert herzustellen ist 

25 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Halbleiterbauelement, welches in einem 
Halbleiterkorper angeordnet ist, mit mindestens einer Sourcezone und mit mindestens 
einer Drainzone vom jeweils ersten Leitungstyp, mit mindestens einer jeweils zwischen 
Sourcezone und Drainzone angeordneten Bodyzone vom zweiten Leitungstyp, mit 
30 mindestens einer gegeniiber dem Halbleiterkoiper fiber eine Isolationsschicht isolierten 
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Gateelektrode, bei dem die Isolationsschicht eine verdichtete Schicht mit 
Quantenpunkten ist 

Das erfindungsgemaBe Halbleiterbauelemeat hat den Vorteil, dass eine verdichtete 
Isolationsschicht verwendet wird, die keine einzehi angeordneten Quantenpunkte 
enthalt, sondem bei der die Quanteiq)unkte in emer geschlossenen Schicht angeordnet 
sind. Dadurch weist sie eine erhdhte Robustheit au£ 

Auch braucht beim erfindungsgemaBen Halbleiterbauelement keine Tunneloxidschicht 
aufgebracht zu werden. Dies vereinfacht den Herstellungsprozess des 
Halbleiterbauelementes undbeim Betrieb des Halbleiterbauelementes konnen weniger 
Kontaktprobleme an den Schichtgrenzen auftreten, da weniger Schichten im 
Halbleit^bauelement vorhanden sind. 

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemaBen Halbleiterbauelements liegt darin, dass die 
Quantenpunkte mittels nasschemischer Verfehien hergestellt werden konnen. Dadurch 
verbilligt sich die Herstellung des Halbleiterbauelementes. 

Desweiteren betriflft die Erfindung ein Verfehren zur Herstellung eines 
Halbleiterbauelementes, welches in einem Halbleiterkoiper angeordnet ist, mit 
miadestens einer Sourcezone und mit mindestens einer Drainzone vom jeweils ersten 
Leitungstyp, mit mindestens einer jeweils zwischen Sourcezone und Drainzone 
angeordneten Bodyzone_vom zweitenXeitungstyp, mit mindestens einer gegenuber dem 
Halbleiterkorper iiber eine verdichtete Isolationsschicht mit Quantenpunkten isoUerten 
Gateelektrode, bei dem die verdichtete Isolationsschicht hergestellt wird, in dem eine 
Suspension mit Quantenpunkten auf dem Halbleiterkorper aufgebracht und verdichtet 
wird. 

Bei der Herstellung der Isolationsschicht wird vorteilhaft die 

Schmelzpunktemiedrigung nanokristalliner Materialien ausgenutzt. Durcih Ausnutzung 
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dieses Effektes kann die Isolationsschicht bei niedrigen Temperatuien T, meist bei T < 
300 °C, vetdichtet werden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in den jeweiligen Unteranspracben. 

Im folgenden soli die Erfindung anhand von einer Figur und einem 
Ausfmmmgsbeispiel naher erlautert werden. Dabei zeigt: 

Fig. 1 im Querscbnitt den Aufbau eines MOS-Feldeffekttransistors. 

Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eioes MOS-FET. Ein Halbleiterkorper 1, 
beispielsweise aus Silicium, GaAs, SiC, GaN oder InP, weist eine erste Oberflache 2 
(Scheibenvorderseite) imd eine 2weite Oberflache 3 (Scheibennickseite) auf. In die 
erste Oberflache 2 ist eine stark n-dotierte Sourcezone 4 und sowie eine davon 
beabstandete stark n-dotierte Drainzone 5 eingebracht. In dieser Ausfuhrungsfonn eines 
MOS-FETs ist deninach der erste Leitungstyp n-leitend, der zweite Leitungstyp p- 
leitend und es wird ein n-Kanal MOS-FET erhalten. Prinzipiell fconnen die n- und die 
p-Dotierungen vertauscht werden, so dass ein p-Kanal MOS-FET entsteht. Als 
Dotioungsatom fur die p-leitenden Bereicbe kann beispielsweise Bor und als 
Dotierun^atome jBir n-leitende Bereiche kdnnen beispielsweise Phosphor, Aisen oder 
Antimon verwendet werden. Die Sourcezone 4 ist fiber eine Source-Metallisierung 6 
(Source-Elektrode), die Drainzone 5 fiber eine Drain-Metallisieruag 7 (Drain- 
Elektcode) elektrischleitend kontaktiert. Zwischen Sourcezone 4_und Drainzone 5 ist 
eine p-leitende Bodyzone 8 angeordnet. Im Bereich der an die erste Oberflache 2 
tretenden Bereiche der Bodyzone 8 ist eine fiber eine Isolationsschicht 9 vom 
Halbleiterkorper 1 isolierte Gate-Elektrode 10 (Steuerelektrode) angeordnet. Die Gate- 
Elektrode 10, die Source-Elektrode 6 und die Drain-Elektrode 7 sind jeweils mit dem 
Gate-Anschluss G, Source-Anschluss S bzw. Drain-Anschluss D verbunden und sind an 
der ersten Oberflache 2 voneinander beabstandet fiber eine in Fig. 1 nicht gezdgte 
Passivierungsschicht, beispielsweise ein Feldoxid, nach auBen bin isoliert. Auch an den 
Randbereichen des Halbleiterbauelementes befinden sich isolierende Bereiche 11. Die 
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Gate-Elektrode 10, die Source-Elektrode 6 und die Drain-Elektrode 7 komen als 
Materialien beispielsweise Al, Au-Sb, Ni-Ge, Au-Ni-Ge, Ni-Ag-Ge. Ni-Pd-Ge, Ni-Pt- 
Ge, Ni-Ih-Ge, Ti, Al-Ti, 

Al-Ti-Al, Ni, Ti-Au oder Pd-Au enthalten. Die Wahl des Materials im EinzelfaU hangt 
5 unter anderem vcrai verwendeten Halbleitennaterial und der Art der Dotienmg ab. 

Die verdichtete Isolationsschicht 9 enthalt Quantenpunkte, die in eine dielektrische 
Matrix eingebettet sind. Die Quantenpunkte enthalten beispielsweise sogenannte 
Komposithalbleiter, dass heiBt Halbleiter, die aus verschiedenen Elementen der 
"lO Hauptgmppen im Periodensystem zusammengesetzt sind. Das Halbleitennaterial ist 
beispielsweise ein Gruppe-IV-Material, ein Gtuppe-IIW-Material, ein Gruppe-IWI- 
Material, ein Gruppe-l/Vn-Material oder eine Kombination aus einem oder mehrer 
dieser HalbleiteimateriaHen. Vorzugsweise enthalten die Quantenpunkte Si oder 
Gnqjpe-nA^-Materialien wie beispielsweise CdSe, CdS, CdTe, ZnS, HgS, ZnTe, 
15 ZnSe, 

ZnO Oder Gruppe-HW-MateriaUen wie beispielsweise InP, InAs, InN, GaAs, GaN, 
GaP, GaSb, AlAs oder AlP. Ein Quantenpunkt kann auch TiOj, PbS oder ein beUebig 
anderes Material enthalten. 

20 Altemativ konnen die Quantenpunkte derart aufgebaut sein, dass ein Quantenpunkt 
einen Kern aus einem Halbleitennaterial enthalt, der von einer dielektrischen HMe mit 
groBer Bandlucke umgeben ist. Das Material der dielektrischen Hulle ist ein 
dielektrisches Material wie beispielsweise SiQa, AI2O3 oder Y2Q3. Diese Materialien 
weisen eine hohe Bandlucke auf undhaben deshalb gute, isoUerende Eigenschaften. 

25 Derartige Quantenpunkte werden auch als „Core-Shell-Quantenpunkte" bezeichnet 
Bevorzugte Quantenpunkte mit Core-Shell-Aufbau sind beispielsweise TiOa/SiOa oder 
ZnS/Si02. 



30 



Der Durchmesser der Quantenpunkte bzw. der Durchmesser des Kerns bei Core-Shell- 
Quantenpunkten hangt vom verwendeten Material ab und betragt vorzugsweise 
zwischen 1 und 10 nm. Es kann insbesondere bevorzugt sein, dass der Durchmesser der 



PHDE040001 EPP 



Quantenpiiiikte zwischen 1 und 5 nm betragt. Auch die Schichtdicke der dielektrischen 
Hulle hangt vom verwendeten Material ab. Die Schichtdicke darf nicht zu grofi sein, da 
ansonsten in der fertigen, verdichteten Isolationsschicht 9 die Elektronen nicht mehr 
durch die dielektrische Matrix zu den Quantenpunkten tunnehi konnen. Die 
5 Schichtdicke darf auch nicht zu gering sein, da sonst die dielektrische Matrix nicht 
ausreichend isoHert und als Folge Kuizschlusse auftreten k&inea Die Schichtdicke der 
dielektrischen HiiUen liegt vorzugsweise im Beteich von 2.5 nm. 

Verdichten beschreibt in diesem Zusammenhang den physikalischen Prozess des 
10 Zusammenbriiiiens von Teilchen, namUch der Quantenpunkte, unter Ausbildung einer 
geschlossenen Isolationsschicht 9. Dies kann beispielsweise mittels Hitze, Druck, 
BeHchtung, chemischer Reaktion oder einer Kombination dieser Mittel geschehen. Es 
ist insbesondere bevorzugt, dass der Verdichtungsprozess mittels Hitze eifolgt. Dieser 
Prozess kann auch als Sintem der Isolationsschicht 9 bezeichnet werden. 



15 



20 



25 



Die Quantenpunkte werden in der Regel mittels koUoid-chemischer Synlhese 
heigestellt. Dabei werden die Reaktionspartner, meist eine metallhaltige und eine 
nichtmetallhaltige Verbindung in einem organischen Losungsmittel oder in Wasser 
gemischt und bei erhShten Temperaturen zur Reaktion gebracht. 

Zur HersteUung von Quantenpunkten, die einen Kern und eine dielektrische Hiille 
enthalten, wird zunSchst wie oben beschrieben der Kem hergestellt. Anschliefiend wird 
die L5sung.abgekiihlt und^er L6sung_eine oder mehrere Vorstufeniiir die dielektrische 
Hulle zugesetzt. 



Bei dielektrischen Hullen aus SiOz weiden zunachst die Kerne hergestellt und in einer 
alkohoUschen Losung dispetgiert. Nach Zugabe von Tetraethylorthosilikat (TEOS) und 
Erhohung des pH-Wertes scheidet sich eine SiOz-Vorstufe auf den Kemen ab, Durch 
Erhitzen der Losung auf Temperaturen um 400 «'C wird eine komplette HiUle aus SiOz 
30 erhalten. Bei dielektrischen Hiillen aus Y2O3 werden zunachst die Kerne wie oben 
beschrieben hergestellt. AnschlieJJend wild eine wassrige Losung von Y(N03)3 mit 
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(NH2)2CO versetzt und zu der Losung mit den Kemen gegeben. Beim ErHtzen dieser 
Nfiscliung auf 80°C scheidet sich langsam Y(0H)C03 auf den Kemen ab, welches sich 
dann bei Temperaturen urn 600°C in Y2O3 umwandelt 

5 Wahiend der FaUungsreaktion werden komplexierende Liganden zugegeben, die an der 
Oberflache eines Quantenpunkts anbinden. Zur Verbesserung der GrSfienverteilimg 
kann anschlieBend eine GrSBenfiraktionierung durchgefiihrt werden. 

Als komplexierende Liganden werden vorzugsweise organische Liganden, die bei dem 
10 Verdichtungsprozess, insbesondere beim Sintem, nickstandslos vetdampfen, 
verwendet. Vorzugsweise wird Pyridin als komplexierender Ligand verwendet. 
Altemativ konnen zunachst wahrend der Syntiiese der Quantenpunkte andere 
komplexierende Ligandai wie beispielsweise Hexadecylamin (HDA), 
Triocytlpliospliinoxid (TOPO) und/oder Triocytlpliospliin (TOP) verwendet. Vor 
15 Herstellung der verdichteten IsolationsscMcht 9 werden diese durch mehrmaliges 
Waschen mit Pyridin durch Pyridin ersetzt. 

Je nach Art der Quantenpunkte werden zwei unterschiedUche Vaiianten zur Herstellung 
einer verdichteten Isolationsschicht 9 verwendet: 

20 

Zur Herstellung einer verdichteten Isolationsschicht 9 ausgehend von Quantenpunkten 
mit dielektrischen Hiillen wird die Suspension mit den stabilisierten Quantenpunkten 
auf dem HalbleiterkSrperl aufgebracht. Dies kann beispielsweise mittels wiederholtem 
Tauchen des Halbleiterk5ipers 1 in die Suspension, Spincoating, Elektrophorese oder 
25 Sedimentatian erfolgen. 

AnschlieBend wird die Isolationsschicht 9 bei Ten^jeraturen bis zu 350 °C, 
vorzugsweise bis zu 300 °C, in einer inerten Atmosphare verdichtet. Die 
Verdichtungstemperaturen konnen bei Anlegen eines Uberdrucks wahrend des 
30 Verdichtungsprozessesgesenkt werden. 
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Wahrend des Verdichtungsprozesses schmelzen die Hiillen vor den Kemen und das 
Material der HuUen verteUt sich auch zwischen den Kemen der Quantenptmkte. Nach 
dem Abkiihlen wird eine gescMossene, verdichtete Isolationsschicht 9 erhalten bei der 
die Quantenpunkte in der dielektrischen Matrix eingebettet sind. Bei dieser Variante 
5 entsteht die dielektrische Matrix aus den dielektrischen HiUlen der Quantenpunkte. 

Altemativ kann eine derartige verdichtete Isolationsschicht 9 erhalten werden, in dem 
der Suspension mit den stabilisierten Quantenpunkten Partikel ernes dielektrischen 
Materials zugesetzt weiden, wobei der Partikeldurchmesser des dielektrischen 
10 Materials Memeristals der POTtikeldurchmesser der gesamten(inldusiveHuU^^ 
Quantenpunkte. Die Isolationsschicht 9 wird dann wie oben beschrieben auf dem 
Halbleiterkorper 1 aufgebracht und verdichtet. Wahrend des Verdichtungsprozesses 
schmelzen die Partikel des dielektrischen Materials aufgrund der 
Schmelzpunktemiedrigung nanokristalliner Materialien vor den Quantet^junkten und 
15 das dielektrische Material verteilt sich homogen zwischen den Quanteiq)unkten. Es 
wird erne verdichtete Isolationsschicht 9 erhalten, die einen geschlossenen Fihn aus 
dem dielektrischen Material enthait, m dem die Quantenpunkte verteilt sind. hi dieser 
Varianten konnen Quantei5)unkte mit oder ohne isolieiende HuUe emgesetzt werden. 
Die Menge an dielektrischem Material wird dabei so gewahlt, dass m der verdichteten 
20 Isolationsschicht 9 em Tunnehi von Elektronen zu den Quantenpunkten moglich ist. 
Vorzugsweise ist das dielektrische Material SiOa, AI2O3 oder Y2O3. Weiterhin ist 
bevoTzugt, dass bei Verwendung von Quantenpunkten mit dielektrischer Hulle, das 

—Material der dielektrischenJIiille mit demMaterial der dielektrischen Partikehi 

identisch ist. 

25 

Beun Betrieb des Halbleiterbauelementes tunnehi beun Anlegen einer entsprechenden 
Spannung an die Gate-Elektrode 10 Elektronen aus der Bodyzone 8 m die verdichtete 
Isolationsschicht 9 und werden von den Quantenpunkten gespeichert. Die dielektrische 
Matrix, welche aus dem dielektrischen HuUenmaterial und/oder den dielektrischen 
30 Partikehi entstanden ist^ zwischen einem Quantenpunkt und der Bodyzone 8 fimgiert 
dabei als "Rmneloxid. Die Ladungen (= Elektronen) werden nur von den 
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Quantenpunkten aufgenommen, die am Rand zur Bodyzone 8 liegen. Der dariiber 
liegende Bereich der verdichteten IsolationsscMcht 9 dient zur Isolation. Im 
erfindungsgemaBen Halbleiterbauelement wird somit im Gegensatz zum 
Halbleiterbauelement aus dem Stand der Technik nur eine einzige ScMcht, namlich die 

5 veidichtete Isolationsschicht 9 benotigt, und kein ScWchtaufbau bestehend aus 
Tunneloxid, Quanteiqjunkten und Isolationsoxid. Das Halbleiterbauelement kann 
zusSizUch noch eine OxidscHcht zwischen Gate-Elektrode 10 und der verdichteten 
Isolationsschicht 9 auj^eisen. Auch diese AusfOhrungsform ist noch vorteilhaft 
gegeniiber dem Stand der Technik, da die teilweise schwierig hetzustellende 

10 Tunneloxidschicht eingespart wird. 

Die Herstellung des Halbleiterbauelements selber erfolgt mittels bekannter Verfahren. 



15 Ausfiihrungsbeispiel 1 

Zur Herstellung eines erfindungsgemSBen Halbleiterbauelementes wurde zunachst 
duTch lonenimplantaticm von Phosphor in den Halbleiterkorper 1 aus Bor-dotiertem 
Silicium die n-leitende Sourcezone 4 und die n-leitende Drainzone 5 eizeugt. 

20 AnscMieBend wurden mittels eines lithografischen Verfahren die Source-Elektrode 6 
und die Drain-Elektrode 7 aus Al dotiert mit 0.5 Gew.-% Cu aufgebracht. Zwischen die 
beiden Elektroden 4, 5 wurde eine Suspension mit TiOa/SiOa-Quantenpunkten mittels 
Spincoating auJfeebiacht und bei Temperaturen-biszu 300 °C in_eiaer inerten 
Atmosphare verdichtet Die verdichtete Isolationsschicht 9 enthielt TiOz- 

25 Quanteiq)unkfce mit einem Durchmesser von 5 nm eingebettet in eine Matrix aus SiOz- 
Nach Abkiihlung auf RaumtempCTatur wurde auf die Isolationsschicht 9 die Gate- 
Elektrode 10 aus Al aufgebracht. 
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PATENTANSPRtjrC3BDB 



1. Halbleiterbauelement, welches in einem Halbleiterkorper angeordnet ist, mit 
mindestens einer Souicezme und mit mindestens einer Diainzone vom jeweils ersten 
Leittmgslyp, mit mindestens einer jeweils zwischen Sourcezone und Drainzone 
angeordneten Bodyzone vom zweiten Leitungstyp, mit mindestens einer gegenuber dem 
Halbleiterkotper uber eine Isolationsschicht isolierten Gateelektrode, bei dem die 
Isolationsschicht eine verdichtete Schicht mit Quantenpunkten ist. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch g ftVftnnzeichnet. 

dass die verdichtete Isolationsschicht Quantenpunkte eingebettet in eine Matrix aus 
einem dielektrischen Material enthalt 

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch ff PiVftntiTOichtiet. 

dass die Quantenpunkte ein Halbleitermaterial enthalten. 

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeicbnet. 

dass die verdichtete Isolationsschicht 9 eine gesinterte Schicht ist. 

5. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelementes, welches in einem 
Halbleiterkorper angeordnet ist, mit mindestens einer Sourcezone und mit mindestens 
emer Drainzone vom jeweils ersten Leitungstyp, mit mindestens einer jeweils zwischen 
Sourcezone und Drainzone angeordneten Bodyzone vom zweiten Leitungstyp, mit 
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mindestens einer gegeniiber dem Halbleiterkorper fiber eine verdichtete 
Isolationsschicht mit Quantenpunkten isoUerten Gateelekttode, bei dem die verdichtete 
Isolationsschiclit hergestellt wird, in dem eine Suspension mit Quanteiqjijnkten auf dem 
Halbleiterkdrper aufgebracht und verdichtet wird. 

6. Verfehren nach Anspruch 5, 
dadtirch g e1cenn7:eip.lhT>ftt, 

dass die Verdichtung der Isolationsschiclit mittels Sintems eifolgt. 

6. VerMiren nach Anspruch 5, 
dadurch p eTcenngrftif hTiftf , 

dass die Suspension zusStzUch Pattikel eines dielektrischen Materials enthalt, wobei der 
Durchmesser der Partikel des dielektrischen Materials Meiner als der Durchmesser der 
QuanteiqmDkte ist. 
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- ZIJSAMMENFASST3NG " " 

Halbleiterbauelement mit Isolationsschicht 

Die Erfindung beschreibt ein Halbleiterbauelement, welches in einem Halbleiterkoiper 
angeordnet ist, mit mindestotts einer Sourcezone und mit mdndestens einer Drainzone 
5 vom jeweils ersten Leitungstyp, mit mindestens einer jeweils zwischen Sourcezone imd 
Drainzone angeordneten Bodyzone vom zweiten Leitungstyp, mit mindestens einer 
gegenuber dem Halbleiterkorper fiber eine Isolationsschicht isoUerten Gateelektrode, 
bei dem die Isolationsschicht eine verdichtete, vorzugsweise gesinterte, Schicht mit 
Quantenpunkten ist. 
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Femer beschreibt die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines solchen 
Halbleiterbauelementes. 
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